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液相堆積法は常温常圧下で金属酸化物を堆積可能な，

水溶液中での薄膜形成方法であり，低コストな電子デバ

イス生産に応用が期待されるものである。これによって Si
基板上に生成したチタン酸バリウムストロンチウム BST や

チタン酸ビスマスランタン BLT などの誘電体薄膜の組成

分析を行った。 

１．概要（Summary） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

エックス線光電子分光分析装置（XPS） 
【実験方法】 

各種水溶液によって液相堆積法を施した基板表面に

エックス線(Alkα:1486.6 eV)を照射し，放出される光電子

スペクトルから含有元素の種類と含有比率を読み取った。 
 

組成分析の結果，堆積時の水溶液中濃度とは異なっ

た薄膜中含有比率となったことがわかった。また，

as-deposited基板においてはFが多量に含有し，アニー

ル処理においてこれが除去され，酸素空位が補完される

ことがわかった（Fig. 1~3）。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
Fig. 1 Spectrum of BST (Ba:Sr=1:1). 

 
Fig. 2 Spectrum of BST (Ba:Sr=1:2). 

 
Fig. 3 Spectrum of BLT. 
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